
  Crساخت خط هاي گسسته رسانه با استفاده از پياده سازي يون 
  :چكيده

وني لايه ضبط ست در پياده سازي خط هاي گسسته رسانه اي توسط  يون كرم با  موفقيت انجام گرفت.  ميزان اشباع مغناطيسي
٣SiO-CoCrPt   ١٧١٠كرم به مقدار  درصد كاهش يافت كه به اين منظور يون ٦به مقدارx  يون/سانتي متر مربع و  انرژي  ١

آماده شد و الگو به لايه  e-beamپياده سازي شد. ماسك مقاومي با الگوي خطي گسسته توسط مركز چاپ  Kev ٢٠يوني 
وضوح مغناطيسي خطوط به روشني مشاهده گرديد و متوسط  قابل ضبط كه توسط كروم پياده سازي شده بود انتقال يافت. 

واضح توسط اندازه گيري چرخش ثابت با استفاده از يك  servoنانومتر حفظ شد. سيگنال  ١سختي سطح در مقدار كمتر از 
م تاييد توسط پياده سازي با يون كر )DTM( به اختصار  لنز متحرك به دست آمد. در نتيجه امكان ساخت رسانه خطي گسسته

 گرديد. 
  

  مقدمه : 
رسانه هاي داراي الگو  يكي از مهم ترين تكنولوژي ها براي ضبط داده هايي با چگالي بالا در آينده به حساب مي آيند. قلم زني 
 يكي از رويكرد ها براي ساخت رسانه هاي داراي الگو مي باشد. كه امكان جدا سازي فيزيكي بيت ها و خطوط را فراهم مي سازد.

شيار ها بايد پرُ و دو قطبي شوند تا سطحي صاف براي انتقال پذيري لنز فراهم سازند. در سوي ديگر،  پياده سازي  در اين روش، 
ن ضبط، ممك توسط يون قرار دارد، كه جدايي مغناطيسي خطوط يا بيت ها را با تغيير خصوصيات مغناطيسي در هر محل مورد

تسريع مي بخشد و برتري محسوسي دارد زيرا كه ديگر نيازي به پروسه پر كردن شيار ها و ال لنز را مي سازد. اين روش انتق
قطبي سازي آن ها در اين روش وجود ندارد . در اين مطالعه، تاثير پياده سازي يون كروم در كاهش مغناطيسي سازي لايه در 

 هاي ساخته شده با خطوط گسسته  اجرا مي كنيم. را مورد بررسي قرار مي دهيم و اين روش را بر روي رسانه  نگارشحال 
  

  روند آزمايش : 
CoCrPtB  ٢با پوششSiO-CoCrPt  براي ضبط سوتي رسانه با لايه ميانيRu زير لايه هاي صفحه اي  ، درونPNi 

CoCrPt-و لايه ي دانه دانه  CoCrPtBمغناطيسي ته نشين شده است . ضخامت پوششي  DCآلمينيوم يا زير لاحيه هاي 
٢SiO  ٠,٦٩و  ٠,٨٢نانومتر بوده و ميزان اشباع مغناطيسي لايه پوشاننده و لايه دانه دار به ترتيب  ١٣و  ٧به ترتيبT   .است

درون رسانه با استفاده از القاء گرهاي پلاسمايي ، القا شده اند.  اندازه گيري هاي مغناطيسي براي فهم ميزان   Cr+يون هاي 
) به كار گرفته شد . رسانه اي بدون زير VSMوني بودن بهينه، توسط مغناطيس سنج لرزشي ( به اختصار مقدار مغناطيسي و ي

مورد استفاده قرار گرفت.  تركيب ابتدايي توسط اندازه گير ثانويه جرم يوني  VSMلايه مغناطيسي نرم، براي اندازه گيري ها 
نانومتر  ١٤٠ي يون كروم و از ميان بردن مقاومت آن، توسط رسانه اي با )، مورد اندازه گيري قرار گرفت. الفاSIMS(به اختصار 

  مورد انجام گرفت تا ميزان تاثير پروسه از ميان بردن مقاومت بر روي خواص مغناطيسي آن مورد بررسي قرار گيرد. ضخامت 


